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Yiligi Sinavi
Siure 100 dakikadir. Sorularin_timi_yanitlanacaktir. Kendi _not ve kitaplarinizdan
yararlanabilirsiniz. Puanlama: 1(40), 2(40), 3(20).

Sorulardaki MOS transistorlar icin: AN=0.01 V1, Ap=0.02 V1, kn'=20uA/V2 = 2.kp’,
Vin=0.7V, Vrp=-0.7V.

1. Sekil-1"deki CMOS islemsel kuvvetlendiricide 1; =300uA, tranzistor boyutlart (W/L); =(W/L)2
=2, (W/L): = (W/L)s=1, (W/L)s = (W/L)s =3, (W/L)s = 5 olarak verilmistir. Devre +1.5V’luk
simetrik kaynakla beslenmektedir. islemsel kuvvetlendiricinin birim kazan¢ band genisligi 3MHz
olarak belirlenmistir. NMOS ve PMOS tranzistorlarin temel biiyiikliiklerine iliskin toleranslar :
AV =AVp=£2mV, A(W/L)12 /(W/L)1.2 , A(W/L)3.4 /(W/L)3.4= %2 olarak saptannustir.
a-Rastgele dengesizligin Vos < 30mV olabilmesi icin devrenin g ortak kutuplama akimu nasil
secilmelidir? Bu durumda T5 tranzistorunun (W/L) orani ne olmalidir?

b- Devrede sistematik dengesizlik olup olmadigini arastiriniz.

c- Islemsel kuvvetlendiricinin acik cevrim kazancini bulunuz. C; kompanzasyon kapasitesini,
yiikselme egimini ve sag yaridiizlemdeki sifir1 sonsuza kaydiracak sifirlama direncini hesaplayiniz.

2. Sekil-2b’deki OTA-C osilatorii fo = 1MHz frekansh bir isaret tiretecektir. C; = Ca = 100pF
olmasi istenmektedir. Osilatoriin osilasyon kosulu ve osilasyon agisal frekansina iliskin bagmtilar
Tabloda verilmistir.
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a-OTA egimleri nasil secilmelidir? Egimlere verilmesi gereken degerleri hesaplayiniz.

b- OTA-C osilatorii Sekil-2a’daki CMOS simetrik kaskod OTA ile gerceklestirilecektir. Devrede
(WfL}] — (W!J‘L)g =3, (WAIL)_v, = (W«”L);;: (Wf’FL)',r = (WIIL)R =1 olarak belir[enmig‘,tir. Tz T|3, T13 ve
T4 es tranzistorlardir OTA’larm 4 kutuplama akimi I, = 100pA olarak belirlendigine gére, istenen
egim degerini elde etmek itizere akim aynalarimin B yansitma oranlart ve Ts, Tg To, Tyo
tranzistorlarinin (W/L) oranlart nasil secilmelidir?

¢- OTA nin baskin kutbunu, toplam gerilim kazancmni, yiikselme egimini hesaplayiniz.

3- Sekildeki band araligi referansi devresinde T, tranzistorunun A, emetor kesit alam T,
tranzistorunun A; emetor kesit alanmin K katidir.
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a. (kT/q) =26 mV, K =2, T, tranzistoru icin ters doyma akim g = 10°A, (W/L); = (W/L)4, A=
1/3 olarak verilmistir. OVee/cT =2.5mV/°C, OV/0T = 0.08 smv/°C dir. Tg tranzistorunun
akiminin 200pA olmast istenmektedir. Ry ve R, direngleri nasil se¢ilmelidir?

b. Oda sicakhginda Vyof gerilimi hangi degeri alir? Hesaplaymiz.
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